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Procedeu de gimere a monocristalului de ZnSe, care cafistcregterea monocristalului de ZnSe din faza gazpas
care include amplasarea intr-o cainde cragtere inchig a germenuluii a materialului de crgere; crgterea se
efectueaz la o temperatdrde 900...1100°C, cu un gradient de tempe#dturegiunea de cristalizare de 1...5°C/cm
si cu o vitez de Tnélzire a germenulusi de racire a cristalului crescut de 20...60°CGlootodat se prestabilge o
distribuire neuniforra a temperaturii cuptorului, care satisface cgibeti

- temperatura petor camerei de crgere Ti este mai mare decat temperatura cristalnlaigtere:

Ti > Tcristal;

- pentru toate punctele camerei destgee, In regiunea dintre materialul pentrustaee si cristalul n
crestere, este satisfuta condiia:

AT AT

material —i < i—cristal

AIrnaterial—i AIi—criSIaI ,

unde AT eterial- este diferefa dintre temperaturile materialului pentrugtegesi a punctului examinat al camerei
de cratere Ti, AT, grisal - diferena dintre temperaturile punctului examigag cristalului in crgtere, N e

distana dintre materialul pentru gtteresi punctul examinat,AIi‘C”S‘aj - distana dintre punctul examinat cristalul
n crestere.



